


Fråga 51 

• En Si kristall är dopad Nd=1017 cm-3. Vad 
är Dn och Dp? T=300 K 
 

A) Dn≈700, Dp≈300. 

B) Dn≈8 cm2/s, Dp≈18 cm2/s. 

C) Dn≈18 cm2/s, Dp ej definierat ty 
donatordopning 

D) Dn≈18 cm2/s, Dp≈8 cm2/s. 
 

 

 
 



Fråga 52 

• Vilken minnesregel är korrekt 
 

A) Elektroner bubblar upp i 
banddiagrammet 

B) Hål bubblar upp i banddiagrammet 

C) En positiv potential höjer energi för en 
positiv laddning 

D) En positiv potential höjer energi för en 
negativ laddning 
 
 
 

 

 
 





Poisson’s 
equation 
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V: Potential [V] 
E: Electric field [V/cm] 
ρ: Charge density [C/cm3] 
εS: Semiconductor permittivity [F/cm] 

Continuity 
equation for 
electrons  
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n: Electron carrier concentration [cm-3] 
Jn: Electron current density [A/cm2] 
τn: Electron recombination lifetime [s] 
G: External electron generation rate [cm-3s-1] 

Continuity 
equation for 
holes  
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p: Hole carrier concentration [cm-3] 
Jp: Hole current density [A/cm2] 
τp: Hole recombination lifetime [s] 
G: External hole generation rate [cm-3s-1] 

 










	Slide Number 1
	Fråga 51
	Fråga 52
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

